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DESCRIPCION
Método para depositar un material.

La invencion se refiere a un método para depositar un material de una diana sobre una superficie de una muestra,
meétodo que comprende las etapas de:

- lrradiar una superficie de la diana con un rayo laser o de electrones para generar un penacho de
particulas del material diana;

- Posicionar la muestra cerca del penacho, tal que las particulas del material diana se depositen sobre la
superficie de la muestra.

La deposicién de un material de una diana sobre una superficie de una muestra puede hacerse con la denominada
deposicién por laser pulsado (PLD). Esta técnica PLD permite revestir objetos con un material seleccionado con una
calidad muy alta y una capa muy fina. Esta técnica de deposicidén por laser pulsado se usa con frecuencia en
entornos de investigacion.

Sin embargo, se desea ser capaces de tener las ventajas de la técnica PLD en la industria. Sin embargo, la dificultad
es que la técnica PLD es solo adecuada para aplicaciones en pequefia escala. Con la actual tecnologia se cubre
homogéneamente en una capa tipicamente una superficie de aproximadamente 10 mm por 10 mm. Esta area esta
limitada por el penacho de plasma creado durante la técnica PLD. Este penacho es sélo uniforme en una pequena
area de tipicamente 10 mm por 10 mm. S. Boughana et al., en Thin Solid Films 371 (2000) p. 119-125, describen un
revestimiento por deposicidn por laser pulsado en el cual un sustrato de 75 mm de diametro se hace girar alrededor
de un eje el cual es perpendicular a la superficie a revestir y el rayo laser es barrido a través de la superficie de una
diana la cual se enfrenta al sustrato. El documento EP 1516854A muestra un método de deposicién por laser
pulsado en el cual la frecuencia de pulsos es variable.

Es ahora un objeto de la invencion resolver el problema anteriormente mencionado.

Este objeto se consigue con un método segun la reivindicaciéon 1 de acuerdo con la invencion, el cual se caracteriza
por:

- Hacer girar la muestra alrededor de un eje de rotacidon que es perpendicular a la superficie de la
muestra sobre las cual se depositan las particulas;

- Mover el rayo laser a lo largo de la superficie de la diana, tal que el penacho se mueva en una direccion
radial en relacion con el eje de rotacion;

- Pulsar el rayo laser a una frecuencia variable.

Haciendo girar la muestra alrededor de un eje de rotacion es posible tener el penacho de material depésito sobre un
area anular sobre la muestra. Moviendo el rayo laser a lo largo de la superficie de la diana en una direccién radial es
posible cubrir la superficie completa de una superficie de una muestra con forma de un disco. Por lo tanto, aunque el
penacho efectivo de PLD es solo tipicamente de 10 mm por 10 mm, es con todo posible cubrir una superficie de la
muestra mucho mas grande.

Sin embargo, ademas es necesario pulsar el rayo laser a una frecuencia variable con el fin de mantener una
deposicién homogénea de material diana sobre la muestra y mantener una velocidad homogénea de pulsos sobre el
area total del sustrato para obtener propiedades homogéneas de la pelicula fina. Si, por ejemplo, se mantiene una
velocidad angular constante de la muestra seria necesario menos material diana para la superficie anular cerca del
centro de rotacion que para una superficie anular a la distancia de este eje de rotacion. Variando la frecuencia del
rayo laser pulsado es facil proporcionar una distribucion homogénea de particulas del material diana sobre la
superficie total de la muestra.

En una realizacién del método segun la invencién, la superficie de la muestra tiene forma de disco v,
preferiblemente, la superficie de la diana es sustancialmente paralela a la superficie de la muestra.

En una realizacién preferida del método segun la invencién el material diana es una barra, la cual puede hacerse
girar a lo largo de su eje longitudinal. Cuando el material diana se irradia con el rayo laser una pequefia porcion del
material padecera ablacion y estas particulas formaran el penacho. Si el rayo laser irradia sélo una pequefia porcion
de la diana la cantidad de material que sufre ablacién llegara a ser sustancial y perturbara el proceso PLD. En
particular, cuando se revisten grandes superficies con esta técnica PLD segun la invencion, sufrirdn ablacion
cantidades sustanciales de material y esto tendra su efecto sobre el material diana y sobre el procedimiento. Ahora,
proporcionando un material diana conformado en forma de barra, el cual puede hacerse girar a lo largo de su eje
longitudinal, es posible cambiar el area del material diana a partir de la cual se hace que el material padezca
ablacion. En combinacién con el rayo laser movil y la rotacién de la barra es posible tener una ablacion de material
uniforme del material diana.
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En otra realizacion preferida del método segun la invencién, la velocidad angular de la muestra depende de la
distancia entre el eje de rotacion y el area de contacto del rayo laser sobre la superficie de la diana.

Variando la velocidad angular de la muestra se proporciona un parametro de control adicional para tener una
deposicién homogénea de material sobre la muestra.

En aln otra realizacion del método segun la invencion, la frecuencia de pulsos del rayo laser depende de la distancia
entre el eje de rotacion y el area de contacto del rayo laser sobre la superficie de la diana. Como ya se describi6, con
una velocidad angular constante, la frecuencia de pulsos seria menor cuando la deposicion es cerca del centro de la
muestra que cuando es en el borde externo de la muestra. Sin embargo, si también se varia la velocidad angular
simplemente puede calcularse un 6ptimo.

Preferiblemente, la frecuencia de pulsos del rayo laser esta en el intervalo de 1 Hz y 500 Hz.

Estas y otras caracteristicas de la invencion se elucidaran en unién con los dibujos que la acompafian.

La figura 1 muestra de forma esquematica el método segun la invencién.

La figura 2 muestra una vista desde arriba de una muestra con las posiciones mostradas esquematicamente.
La figura 3 muestra una segunda realizacion de la invencion.

En la figura 1, se muestra un soporte giratorio 1 de muestras. Sobre este soporte giratorio 1 de muestras 1 se
dispone una muestra 2. Esta muestra 2 es tipicamente un disco fino de un material adecuado, que necesita ser
revestido. Por debajo del soporte 1 de muestras y de la muestra 2 se dispone un material diana 3. Este material
diana tiene forma de barra y tiene dos mufones 4, 5, con los cuales el material diana 3 puede hacerse girar a lo
largo del eje longitudinal 6.

Un rayo laser 7 se dirige desde un dispositivo laser (no mostrado) sobre un espejo 8. Este espejo 8 puede inclinarse.

El rayo laser 7 es reflejado por el espejo 8 y proyectado sobre el material diana 3 con el fin de crear un penacho 9.
Este penacho 9 consiste en material diana 3 que ha padecido ablacion.

Inclinando el espejo 8, el rayo laser 7 fijo puede moverse sobre la superficie del material diana 3 en la direccién del
eje longitudinal 6. Como resultado, el penacho 9 puede moverse en direccion radial del disco 2 de muestra.

En la figura 2 se muestra el disco 2 de muestra y varias deposiciones 10. Estas deposiciones 10 son resultado del
penacho 9. Inclinando el espejo 8, el penacho 9 se mueve en direccion radial del disco 2 lo cual tiene el resultado
mostrado en la figura 2.

Ahora, haciendo girar el disco de muestra, estas deposiciones 10 pueden extenderse sobre la superficie total del
disco 2. Como es evidente a partir de la figura 2, cuando se mantiene constante la velocidad angular » y también se
mantiene constante la velocidad de deposicién manteniendo constante la velocidad de frecuencia del laser, esto
daria lugar a una mayor deposicion de material cerca del centro 11 que cerca del borde del disco de muestra. Por lo
tanto, como resultado de la invencién la velocidad de deposicion se modifica variando la frecuencia del rayo laser tal
que se deposita menos material cerca del centro 11 y mas material cerca del borde del disco de muestra. Variando
al menos la frecuencia de pulsos y, preferiblemente, también la velocidad angular es posible tener revestida
homogéneamente una superficie de la muestra con dimensiones mucho mas grandes que las dimensiones
convencionales de un area 10 de depdsito.

La figura 3 muestra una segunda realizaciéon en una vista esquematica de la invencién. Se muestra un soporte
giratorio 20 de muestras sobre el que se dispone la muestra 21. Por encima de este soporte giratorio de muestras se
dispone un soporte giratorio 22 de material diana. Sobre este soporte diana 22 se coloca una diana 23, la cual en
esta realizacion tiene una forma semejante a un disco.

Ademas, la figura 3 muestra un rayo laser o un rayo 24 de electrones, el cual se dirige sobre un espejo 25 focalizado
el cual dirige el rayo laser a un espejo plano 26 trasladable. Este espejo plano 26 dirige el rayo laser sobre el
material diana 23 generando un penacho 27 de particulas del material diana, las cuales se depositaran sobre el
material diana 21.

El espejo plano 26 es guiado a lo largo de una guia 28 tal que el espejo 26 puede ser trasladado. Trasladando el
espejo 26, el rayo laser 24 puede moverse sobre la superficie del material diana 23 y, por tanto, la pluma 27 puede
moverse sobre la superficie del material diana 21.
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REIVINDICACIONES

Método para depositar un material de una diana sobre una superficie de una muestra, método que comprende
las etapas de:

- lrradiar una superficie de la diana con un rayo laser o de electrones para generar un penacho de
particulas del material diana;

- Posicionar la muestra cerca del penacho, tal que las particulas del material diana se depositen sobre la
superficie de la muestra;

- Hacer girar la muestra alrededor de un eje de rotaciéon que es perpendicular a la superficie de la
muestra sobre las cual se depositan las particulas;

- Mover el rayo laser o de electrones a lo largo de la superficie de la diana, tal que el penacho se mueva
en una direccion radial en relacion con el eje de rotacion;

Caracterizado por:
- Pulsar el rayo laser o de electrones a una frecuencia variable.
Método segun la reivindicacion 1, en el que la superficie de la muestra esta en forma de disco.

Método segun la reivindicacion 1 6 2, en el que la superficie de la diana es sustancialmente paralela a la
superficie de la muestra.

Método segun cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el material diana es una barra, la cual
puede hacerse girar a lo largo de su eje longitudinal.

Método segun cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la velocidad angular de la muestra
depende de la distancia entre el eje de rotacion y el drea de contacto del rayo laser o de electrones sobre la
superficie de la diana.

Método segun cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la frecuencia de pulsos de la muestra
depende de la distancia entre el eje de rotacion y el area de contacto del rayo laser o de electrones sobre la
superficie de la diana.

Método segun cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la frecuencia de pulsos esta en el
intervalo de 1 Hz y 500 Hz.
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